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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面と前記第１面と対向する第２面との間を貫通した収容孔を有するコア基板と、
　前記コア基板の第１面に形成された第１配線層と、
　前記コア基板の第２面に形成された第２配線層と、
　前記収容孔内に配置された電子部品と、
　前記収容孔の内側面に形成され、前記電子部品の接続端子と対応し、前記第１配線層及
び前記第２配線層の少なくとも一方の配線層と接続された導電膜と、
　前記電子部品の接続端子と前記導電膜とを熱的に接続する熱伝導材と、
　前記コア基板の第１面と前記第１配線層とを被覆する第１絶縁層と、
　前記コア基板の第２面と前記第２配線層とを被覆する第２絶縁層と、
　前記第１絶縁層を貫通して前記電子部品の接続端子に接続された第１ビアと、
　前記第２絶縁層を貫通して前記電子部品の接続端子に接続された第２ビアと、
を有し、
　前記電子部品は、本体と複数の接続端子を有し、
　前記収容孔は、内側面に前記導電膜が形成された複数の第１収容孔と、複数の前記第１
収容孔を互いに連通し、前記本体と対向した内側面と前記本体との間の距離が、前記導電
膜と前記接続端子との間の距離よりも短く設定された第２収容孔と、を有すること、
を特徴とする配線基板。
【請求項２】
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　前記電子部品の接続端子と前記第１ビアとの接続面積、及び前記電子部品の接続端子と
前記第２ビアとの接続面積より、前記電子部品の接続端子と前記熱伝導材との接続面積が
大きいこと、
を特徴とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記熱伝導材は、前記電子部品の接続端子と前記導電膜とを電気的に接続する導電材で
あること、を特徴とする請求項１または２に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記第１絶縁層上に形成され、前記電子部品の接続端子に接続された前記第１ビアを含
む第３配線層と、
　前記第２絶縁層上に形成され、前記電子部品の接続端子に接続された前記第２ビアを含
む第４配線層と、
を有することを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の配線基板。
【請求項５】
　前記収容孔内の電子部品はチップキャパシタであることを特徴とする請求項１～４の何
れか一項に記載の配線基板。
【請求項６】
　前記コア基板の第１面側に形成され第２の電子部品を実装するための接続パッドと、
　前記コア基板の第２面側に形成された外部接続パッドと、
を有し、
　前記電子部品の接続端子は、前記接続パッドと前記外部接続パッドとに電気的に接続さ
れたこと、
を特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の配線基板。
【請求項７】
　第１面と第２面とを有するコア基板に前記第１面と前記第２面との間を貫通する複数の
第１貫通孔を形成する工程と、
　前記複数の第１貫通孔の内側面に導電膜を形成する工程と、
　前記複数の第１貫通孔を互いに連通して本体と複数の接続端子を有する電子部品を収容
する収容孔を形成する工程と、
　前記収容孔に前記電子部品を配置する工程と、
　前記電子部品の接続端子と前記導電膜との間に熱伝導材を形成する工程と、
　前記コア基板の第１面に前記導電膜に接続された配線を含む第１配線層と、前記コア基
板の第２面に前記導電膜に接続された配線を含む第２配線層とを形成する工程と、
　前記コア基板の第１面と前記第１配線層とを被覆する第１絶縁層と、前記コア基板の第
２面と前記第２配線層とを被覆する第２絶縁層とを形成する工程と、
　前記第１絶縁層と前記第２絶縁層とに前記電子部品の接続端子の一部を露出する開口部
を形成する工程と、
　前記第１絶縁層の開口部に充填された第１ビアを介して前記電子部品の接続端子に接続
される配線層と、前記第２絶縁層の開口部に充填された第２ビアを介して前記電子部品の
接続端子に接続される配線層とを形成する工程と、
を有し、
　前記収容孔は、内側面に前記導電膜が形成された複数の第１収容孔と、複数の前記第１
収容孔を互いに連通し、前記本体と対向した内側面と前記本体との間の距離が、前記導電
膜と前記接続端子との間の距離よりも短く設定された第２収容孔と、を有すること、
を特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項８】
　前記電子部品の接続端子と前記第１ビアとの接続面積、及び前記電子部品の接続端子と
前記第２ビアとの接続面積より、前記電子部品の接続端子と前記熱伝導材との接続面積が
大きいこと、
を特徴とする請求項７に記載の配線基板の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　配線基板、配線基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、チップ型の容量素子（チップキャパシタ）等の電子部品を内蔵した配線基板は知
られている（例えば、特許文献１参照）。電子部品は、配線基板のコア基板に形成された
貫通孔（キャビティ）内に配置され、配線基板のパターンやビアを介して配線基板に実装
された半導体チップと電気的に接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－８４６９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、半導体チップや容量素子等の電子部品は、それらの動作により発熱する。電
子部品における発熱は、電子部品の性能低下や故障の要因となる。このため、配線基板に
内蔵する電子部品からの放熱性の向上が求められる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一観点によれば、第１面と前記第１面と対向する第２面との間を貫通した収容
孔を有するコア基板と、前記コア基板の第１面に形成された第１配線層と、前記コア基板
の第２面に形成された第２配線層と、前記収容孔内に配置された電子部品と、前記収容孔
の内側面に形成され、前記電子部品の接続端子と対応し、前記第１配線層及び前記第２配
線層の少なくとも一方の配線層と電気的に接続された導電膜と、前記電子部品の接続端子
と前記導電膜とを熱的に接続する熱伝導材と、前記コア基板の第１面と前記第１配線層と
を被覆する第１絶縁層と、前記コア基板の第２面と前記第２配線層とを被覆する第２絶縁
層と、前記第１絶縁層を貫通して前記電子部品の接続端子に接続された第１ビアと、前記
第２絶縁層を貫通して前記電子部品の接続端子に接続された第２ビアと、を有し、前記電
子部品は、本体と複数の接続端子を有し、前記収容孔は、内側面に前記導電膜が形成され
た複数の第１収容孔と、複数の前記第１収容孔を互いに連通し、前記本体と対向した内側
面と前記本体との間の距離が、前記導電膜と前記接続端子との間の距離よりも短く設定さ
れた第２収容孔と、を有する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、内蔵する電子部品の放熱性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】（ａ）は半導体装置を示す概略断面図、（ｂ）は電子部品の実装状態を示す概略
平面図、（ｃ）はキャビティの説明図。
【図２】製造工程を示す断面図。
【図３】（ａ）は製造工程を示す断面図、（ｂ）は製造工程を示す一部平面図。
【図４】（ａ）は製造工程を示す断面図、（ｂ）は製造工程を示す一部平面図。
【図５】（ａ）は製造工程を示す断面図、（ｂ）は製造工程を示す一部平面図。
【図６】（ａ）は製造工程を示す断面図、（ｂ）は製造工程を示す一部平面図。
【図７】（ａ）は製造工程を示す断面図、（ｂ）は製造工程を示す一部平面図。
【図８】（ａ）は製造工程を示す断面図、（ｂ）は製造工程を示す一部平面図。
【図９】製造工程を示す断面図。
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【図１０】製造工程を示す断面図。
【図１１】製造工程を示す断面図。
【図１２】製造工程を示す断面図。
【図１３】製造工程を示す断面図。
【図１４】製造工程を示す断面図。
【図１５】製造工程を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、一実施形態を添付図面を参照して説明する。
　なお、添付図面は、部分的に拡大して示している場合があり、寸法，比率などは実際と
異なる場合がある。また、断面図では、各部材の断面構造を分かりやすくするために、一
部のハッチングを省略している。
【０００９】
　図１（ａ）に示すように、半導体装置１０は、マザーボード等の基板１００に実装され
る。
　半導体装置１０は、配線基板１１と、その配線基板１１に実装された半導体素子１２と
、半導体素子１２の上方に配置されたヒートシンク（放熱器）１３とを有している。
【００１０】
　配線基板１１はコア基板２１を有している。コア基板２１は、例えば補強材であるガラ
スクロス（ガラス織布）にエポキシ樹脂を主成分とする熱硬化性の絶縁性樹脂を含浸させ
硬化させた、いわゆるガラスエポキシ基板である。補強材としてはガラスクロスに限らず
、例えばガラス不織布、アラミド織布、アラミド不織布、液晶ポリマ（Liquid Crystal P
olymer：ＬＣＰ）織布やＬＣＰ不織布を用いることができる。また、熱硬化性の絶縁性樹
脂としては、エポキシ樹脂に限らず、例えばポリイミド樹脂やシアネート樹脂などの絶縁
性樹脂を用いることができる。
【００１１】
　コア基板２１は、上面２１ａと下面２１ｂの間を貫通するキャビティ２２を有している
。キャビティ２２内にはチップキャパシタ３１が配置されている。チップキャパシタ３１
はたとえばセラミックチップキャパシタである。チップキャパシタ３１は、本体３１ａと
、その本体３１ａの両端部を覆う接続端子３１ｂを有している。チップキャパシタ３１の
形状は、略直方体状である。例えば、チップキャパシタ３１の大きさは、長さ（Ｌ）０．
６ｍｍ、幅（Ｗ）０．３ｍｍ、厚さ（Ｔ）０．１ｍｍである。
【００１２】
　図１（ｃ）に示すように、キャビティ２２は、チップキャパシタ３１の接続端子３１ｂ
に対応する２つの第１キャビティ２２ａと、それら２つの第１キャビティ２２ａを連通す
る第２キャビティ２２ｂを有している。なお、図１（ｃ）では、キャビティ２２の形状を
判りやすくするため、チップキャパシタ３１を破線にて他の図面よりも小さく描いている
。
【００１３】
　第１キャビティ２２ａは、コア基板２１の平面視において、チップキャパシタ３１の接
続端子３１ｂが対向する方向（例えばチップキャパシタ３１の長手方向）に対して直交す
る方向（端面３１ｃと平行な方向）に沿って延び、両端部は半円状に形成され、全体とし
て長円状に形成されている。第１キャビティ２２ａは、平面視において、接続端子３１ｂ
が形成されたチップキャパシタ３１の対向する端面３１ｃを囲むように形成されている。
第１キャビティ２２ａの内側面とチップキャパシタ３１の端面３１ｃとの隙間（クリアラ
ンス）は、チップキャパシタ３１を搭載するマウンタに応じて設定され、例えば３０～５
０μｍである。第２キャビティ２２ｂは、２つの第１キャビティ２２ａを互いに連通する
。第２キャビティ２２ｂの幅、つまり第２キャビティ２２ｂにおいて互いに対向する２つ
の内側面の間の距離は、チップキャパシタ３１の幅に応じて設定されている。第１キャビ
ティ２２ａの内側面は導電膜２３により覆われている。導電膜２３の材料は、例えば銅で
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ある。なお、第２キャビティ２２ｂの内側面は、導電膜にて覆われておらず、コア基板２
１が露出している。第２キャビティ２２ｂの内側面とチップキャパシタ３１の本体３１ａ
との隙間は、第１キャビティ２２ａの内側面とチップキャパシタ３１の端面３１ｃとの隙
間よりも小さい。
【００１４】
　図１（ｂ）に示すように、第１キャビティ２２ａ内には、導電材３２が充填されている
。導電材３２は、導電性ペーストを硬化して形成されている。導電性ペーストは、例えば
はんだペースト、銅ペースト等である。このような導電材３２は、コア基板２１や後述す
る絶縁層４１，５１等に用いられる絶縁材料の熱伝導率より高い熱伝導率を有する高熱伝
導材である。なお、導電ペーストとして、例えば銅やアルミニウムの金属粒等の導電材を
エポキシ系樹脂，ポリイミド系樹脂，シリコーン系樹脂、等の樹脂に含有させた導電性樹
脂を用いることもできる。なお、第２キャビティ２２ｂの内側面とチップキャパシタ３１
による間隙には絶縁材（図示略）が充填されている。
【００１５】
　図１（ａ）に示すように、コア基板２１には、上面２１ａと下面２１ｂとの間を貫通す
る複数の貫通孔２４が形成されている。貫通孔２４内には、スルーホール２５が形成され
ている。スルーホール２５は、貫通孔２４の内面に応じて筒状に形成されている。スルー
ホール２５の材料は、例えば銅（Ｃｕ）である。スルーホール２５の内部には、導電材３
３が充填されている。導電材３３は、導電性ペーストを硬化して形成されている。スルー
ホール２５に充填される導電材３３は、例えば第１キャビティ２２ａに充填される導電材
３２と同じ材料である。
【００１６】
　コア基板２１の上面２１ａには配線層（第１配線層）２６が形成されている。配線層２
６は、例えば上面２１ａ上の銅箔と、その銅箔上に形成された銅めっきを含む。同様に、
コア基板２１の下面２１ｂには配線層（第２配線層）２７が形成されている。配線層２７
は、例えば下面２１ｂ上の銅箔と、その銅箔上に形成された銅めっきを含む。配線層２６
，２７はスルーホール２５及び導電材３３と電気的に接続されている。配線層２６は、キ
ャビティ２２（第１キャビティ２２ａ）内の導電膜２３と電気的に接続された配線２６ａ
，２６ｂを含む。同様に、配線層２７は、キャビティ２２（第１キャビティ２２ａ）内の
導電膜２３と電気的に接続された配線２７ａ，２７ｂを含む。図１（ｂ）に示すように、
両配線２６ａ，２６ｂは互いに電気的に分離されている。なお、図示しないが、配線２７
ａ，２７ｂも同様に互いに電気的に分離されている。なお、配線２６ａ，２６ｂと配線２
７ａ，２７ｂをコア基板２１の上面２１ａと下面２１ｂのそれぞれにプレーン状に形成し
てもよく、プレーン状の配線２６ａ，２６ｂ，２７ａ，２７ｂは放熱性の観点において好
適である。また、プレーン状の配線２６ａ，２６ｂ，２７ａ，２７ｂを電源プレーンやグ
ランドプレーンとして用いてもよい。
【００１７】
　コア基板２１の上面２１ａ側には、絶縁層（第１絶縁層）４１，配線層（第３配線層）
４２がこの順番で積層されている。同様に、コア基板２１の下面２１ｂ側には、絶縁層（
第２絶縁層）５１，配線層（第４配線層）５２がこの順番で積層されている。絶縁層４１
，５１の材料は、たとえばエポキシ樹脂やポリイミド樹脂等の絶縁性樹脂である。配線層
４２，５２の材料は、たとえば銅である。配線層４２に含まれる一部の配線は、絶縁層４
１を貫通するビア４３を介してチップキャパシタ３１の接続端子３１ｂに電気的に接続さ
れている。また、配線層４２に含まれる一部の配線は、絶縁層４１を貫通するビア４４を
介してコア基板２１の上面２１ａの配線層２６（配線２６ａ，２６ｂ等）とスルーホール
２５内の導電材３３に電気的に接続されている。同様に、配線層５２に含まれる一部の配
線は、絶縁層５１を貫通するビア５３を介してチップキャパシタ３１の接続端子３１ｂに
電気的に接続されている。また、配線層５２に含まれる一部の配線は、絶縁層５１を貫通
するビア５４を介してコア基板２１の下面２１ｂの配線層２７（配線２７ａ，２７ｂ等）
とスルーホール２５内の導電材３３に電気的に接続されている。
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【００１８】
　絶縁層４１及び配線層４２はレジスト膜６１により被覆されている。レジスト膜６１の
材料は、例えばエポキシ樹脂やアクリル樹脂などの絶縁性樹脂である。レジスト膜６１に
は、配線層４２の一部を接続パッドＰ１として露出する開口部６１ａが形成されている。
接続パッドＰ１には接続端子７１が形成されている。接続端子７１は、例えばはんだボー
ルである。接続端子７１は、半導体素子１２のパッド（図示略）に接続されている。半導
体素子１２と配線基板１１（レジスト膜６１）の間にはアンダーフィル樹脂１４が充填さ
れている。
【００１９】
　同様に、絶縁層５１及び配線層５２はレジスト膜６２により被覆されている。レジスト
膜６２の材料は、例えばエポキシ樹脂やアクリル樹脂などの絶縁性樹脂である。レジスト
膜６２には、配線層５２の一部を外部接続パッドＰ２として露出する開口部６２ａが形成
されている。外部接続パッドＰ２には外部接続端子７２が形成されている。外部接続端子
７２は、例えばはんだボールである。外部接続端子７２は、基板１００のパッド（図示略
）に接続されている。
【００２０】
　半導体素子１２の上面には、ヒートシンク１３が配設されている。ヒートシンク１３は
、板状のベース部とベース部の上面から上方に突出する複数の放熱フィンを有している。
ヒートシンク１３の材料としては、例えば銅、アルミニウム（Ａｌ）又はそれらの合金等
を用いることができる。ヒートシンク１３は、半導体素子１２の上面（素子が形成された
面と反対側の面）に、図示しない接合部材により半導体素子１２に接合されている。接合
部材の材料としては、例えばシリコンポリマー系又はエポキシ系の樹脂を用いることがで
きる。
【００２１】
　上記の半導体装置１０の作用を説明する。
　半導体素子１２における熱は、この半導体素子１２に固定されたヒートシンク１３によ
り放熱される。また、半導体素子１２における熱は、接続端子７１、配線層４２，ビア４
３等の導電材、接続端子７２を介して基板１００に伝達される。
【００２２】
　チップキャパシタ３１の接続端子３１ｂはビア５３を介して配線層５２に接続され、そ
の配線層５２は接続端子７２を介して基板１００に接続される。したがって、チップキャ
パシタ３１の熱は、そのチップキャパシタ３１の接続端子３１ｂに接続されたビア５３、
配線層５２、接続端子７２を介して基板１００へ伝達される。
【００２３】
　チップキャパシタ３１が収容された第１キャビティ２２ａの内側面に導電膜２３が形成
され、その導電膜２３は、コア基板２１の上面２１ａの配線層２６（配線２６ａ，２６ｂ
）と下面２１ｂの配線層２７（配線２７ａ，２７ｂ）と電気的に接続されている。そして
、第１キャビティ２２ａには導電材３２が充填されている。したがって、チップキャパシ
タ３１の接続端子３１ｂは、導電材３２によりコア基板２１の配線層２６，２７（配線２
６ａ，２６ｂ，２７ａ，２７ｂ）と接続されている。そして、配線層２６，２７は、配線
層５２、ビア５４等の導電材、接続端子７２を介して基板１００に接続されている。した
がって、チップキャパシタ３１の熱は，上記のビア５３よりも広い面積にて接続端子３１
ｂに接続された導電材３２を介して配線層２６，２７へ伝達され、配線層２７から接続端
子７２を介して基板１００へ伝達される。
【００２４】
　従来の配線基板では、チップキャパシタ３１が収容されたキャビティに絶縁性の樹脂が
充電されている。このような絶縁性の樹脂は、熱伝導性が低い。このため、チップキャパ
シタ３１の熱は、チップキャパシタ３１に接続されたビアのみを介して伝達される。
【００２５】
　一方、本実施形態では、第１キャビティ２２ａに充填された導電材３２は絶縁性の樹脂
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に比べて熱伝導性が良い。したがって、チップキャパシタ３１の熱は、チップキャパシタ
３１の接続端子３１ｂに接続されたビア５３に加えて、第１キャビティ２２ａに充填され
た導電材３２を介して配線層２６，２７へ伝達する。さらに、配線層５２、ビア５４等の
導電材、接続端子７２を介して基板１００へ伝達される。したがって、本実施形態の配線
基板１１は、キャビティに樹脂を充填した配線基板に比べ、内蔵したチップキャパシタ３
１からの放熱性がよい。
【００２６】
　次に、製造工程を説明する。
　なお、各図において、工程の説明に必要な符号を付し、一部の符号を省略する。
　先ず、図２に示すように、上下と下面のそれぞれに導電層２０１，２０２を有するコア
基板２１を用意する。導電層２０１，２０２は、例えば銅箔等の銅（Ｃｕ）である。
【００２７】
　次いで、図３（ａ）に示すように、コア基板２１に、第１キャビティ２２ａと貫通孔２
４を形成する。第１キャビティ２２ａは、図３（ｂ）に示すように、端部が円弧状であり
、例えばルータ機やレーザ加工機を用いて形成される。貫通孔２４の形成には、例えばレ
ーザ加工機やドリル機を用いることができる。
【００２８】
　次に、図４（ａ），図４（ｂ）に示すように、デスミア処理を施した後、表面に導電層
２０３を形成する。導電層２０３は、例えば無電解銅めっきにより形成される。なお、無
電解銅めっきの後に電解銅めっきを行って導電層を形成してもよい。
【００２９】
　そして、図５（ａ）に示すように、コア基板２１に第２キャビティ２２ｂを形成する。
第２キャビティ２２ｂの形成には、例えばプレス装置，ルータ機，レーザ加工機を用いる
ことができる。第２キャビティ２２ｂの形成により、図５（ｂ）に示すように、この第２
キャビティ２２ｂと第１キャビティ２２ａを有するキャビティ２２が形成される。
【００３０】
　次に、図６（ａ）に示すように、コア基板２１の一方の面（図において下面２１ｂ）側
に粘着剤を有するカバーフィルム２０４を貼着する。そして、図６（ａ），図６（ｂ）に
示すように、キャビティ２２内において、カバーフィルム２０４上にチップキャパシタ３
１を搭載する。
【００３１】
　そして、図７（ａ）に示すように、ステンシルマスク２０５とスキージ２０６を用いた
スクリーン印刷法により、導電性ペースト２０７を充填する。ステンシルマスク２０５に
は、チップキャパシタ３１と第１キャビティ２２ａの間の隙間に対応する開口部２０５ａ
と、貫通孔２４に対応する開口部２０５ｂが形成されている。これにより、図７（ｂ）に
示すように、貫通孔２４と第１キャビティ２２ａに導電性ペースト２０７が充填される。
なお、導電性ペースト２０７の充填は、例えば減圧下（例えば、真空雰囲気）において行
われる。このように、貫通孔２４と第１キャビティ２２ａとに同時に導電性ペースト２０
７を充填することで、互いに異なる工程で充填する場合と比べ、工程数が少なくなり、製
造に要する時間を短縮することが可能となる。
【００３２】
　次いで、図８（ａ）に示すように、導電材３２，３３を形成し、カバーフィルム２０４
を除去する。例えば、図８（ａ）に示すように、導電性ペースト２０７をリフローによっ
て溶融させた後、硬化させて導電材３２，３３を形成する。上記の図７（ｂ）において第
１キャビティ２２ａに充填された導電性ペースト２０７は、溶融及び硬化によって、図８
（ｂ）に示すように、第１キャビティ２２ａ内の導電材３２となる。この工程において、
第２キャビティ２２ｂの内側面とチップキャパシタ３１との間隔は、第１キャビティ２２
ａの内側面とチップキャパシタ３１との間隔より間隙より狭い。また、第１キャビティ２
２ａの内側面は導電膜２３により覆われている。したがって、溶融した導電性ペースト２
０７は、チップキャパシタ３１の接続端子３１ｂと第１キャビティ２２ａの導電膜２３の
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間にとどまって硬化し、第２キャビティ２２ｂとチップキャパシタ３１の間隙には入り込
まない。これにより、キャビティ２２内に導電性ペースト２０７を充填しても、その導電
性ペースト２０７を硬化した導電材３２による短絡（チップキャパシタ３１の２つの接続
端子３１ｂの間の短絡）が防止される。
【００３３】
　次に、図９に示すように、配線層２６，２７を形成する。この配線層２６，２７は、図
８（ａ）に示す導電層２０１，２０２，２０３をエッチング等によりパターニングして形
成される。
【００３４】
　そして、図１０に示すように、コア基板２１の表面と配線層２６，２７を覆う絶縁層４
１，５１を形成する。例えば、コア基板２１及びチップキャパシタ３１の上面と下面のそ
れぞれを樹脂フィルムにより覆う。樹脂フィルムの材料は、例えばエポキシ樹脂やポリイ
ミド樹脂等の熱硬化性樹脂であり、例えばＢ－ステージ状態（半硬化状態）のものである
。これらの樹脂フィルムを減圧雰囲気にてプレス装置等によりコア基板２１の両面に向っ
て加圧し、加熱することにより樹脂を硬化させ、絶縁層４１，５１が形成される。
【００３５】
　そして、図１１に示すように、絶縁層４１，５１に、チップキャパシタ３１の接続端子
３１ｂの表面の一部、配線層２６，２７の表面の一部を露出するように開口部４１ａ，５
１ａを形成する。この開口部４１ａ，５１ａの形成には、例えばレーザ加工機を用いる。
【００３６】
　次に、図１２に示すように、ビア４３，４４，５３，５４及び配線層４２，５２を形成
する。ビア４３，４４，５３，５４及び配線層４２，５２は、例えばセミアディティブ法
により形成される。
【００３７】
　次いで、図１３に示すように、レジスト膜６１，６２を形成する。レジスト膜６１，６
２は、絶縁層４１，５１と配線層４２，５２を例えばエポキシ樹脂系の感光性樹脂フィル
ムにより覆い、そのフィルムを硬化して形成される。そして、レジスト膜６１，６２をパ
ターニングして開口部６１ａ，６２ａを形成し、配線層４２，５２の一部を露出して接続
パッドＰ１，Ｐ２とする。
【００３８】
　次に、図１４に示すように、接続パッドＰ１，Ｐ２の表面にはんだペーストを塗布し、
例えば２４０～２６０℃の温度でリフローして接続端子７１，７２を形成する。
　そして、図１５に示すように、上部の接続端子７１に半導体素子１２をフリップチップ
接合し、アンダーフィル樹脂１４を充填する。続いて、半導体素子１２の上面にヒートシ
ンク１３を固定する。
【００３９】
　以上記述したように、本実施形態によれば、以下の効果を奏する。
　（１）配線基板１１のコア基板２１は、上面２１ａと下面２１ｂの間を貫通するキャビ
ティ２２を有している。キャビティ２２は、内側面に導電膜２３が形成された第１キャビ
ティ２２ａと、複数の第１キャビティ２２ａを連通する第２キャビティ２２ｂを諷してい
る。キャビティ２２内にはチップキャパシタ３１が配設されている。第１キャビティ２２
ａには導電材３２が充填されている。導電材３２は、チップキャパシタ３１の接続端子３
１ｂと導電膜２３の間に介在され、それらを電気的に接続する。チップキャパシタ３１の
接続端子３１ｂは、導電材３２によりコア基板２１の配線層２６，２７（配線２６ａ，２
６ｂ，２７ａ，２７ｂ）と接続されている。そして、配線層２６，２７は、配線層５２、
ビア５３等の導電材、接続端子７２を介して基板１００に接続されている。したがって、
チップキャパシタ３１の熱は，上記のビア５３よりも広い面積にて接続端子３１ｂに接続
された導電材３２を介して配線層２６，２７へ伝達され、配線層２７から接続端子７２を
介して基板１００へ伝達される。
【００４０】
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　第１キャビティ２２ａに充填された導電材３２は絶縁性の樹脂に比べて熱伝導性が良い
。したがって、チップキャパシタ３１の熱は、チップキャパシタ３１の接続端子３１ｂに
接続されたビア５３に加えて、第１キャビティ２２ａに充填された導電材３２を介して配
線層２６，２７へ伝達する。さらに、配線層５２、ビア５４等の導電材、接続端子７２を
介して基板１００へ伝達される。したがって、本実施形態の配線基板１１は、キャビティ
に樹脂を充填した配線基板に比べ、内蔵したチップキャパシタ３１からの放熱性を向上す
ることができる。
【００４１】
　（２）チップキャパシタ３１を収容するキャビティ２２は、チップキャパシタ３１の接
続端子３１ｂに対応する第１キャビティ２２ａと、第１キャビティ２２ａを連通する第２
キャビティ２２ｂを有している。第２キャビティ２２ｂの幅、つまり第２キャビティ２２
ｂにおいて互いに対向する２つの内側面の間の距離は、チップキャパシタ３１の幅に応じ
て設定されている。したがって、導電材３２を形成するために第１キャビティ２２ａに充
填した導電性ペースト２０７を溶融した際に、その導電性ペースト２０７は、チップキャ
パシタ３１の接続端子３１ｂと第１キャビティ２２ａの導電膜２３の間にとどまって硬化
し、第２キャビティ２２ｂとチップキャパシタ３１の間隙には入り込まない。これにより
、キャビティ２２内に導電性ペースト２０７を充填しても、その導電性ペースト２０７を
硬化した導電材３２による短絡（チップキャパシタ３１の２つの接続端子３１ｂの間の短
絡）を防止することができる。
【００４２】
　（３）第１キャビティ２２ａの内側面は導電膜２３により覆われている。導電膜２３の
材料は、例えば銅である。なお、第２キャビティ２２ｂの内側面は、導電膜にて覆われて
おらず、コア基板２１が露出している。チップキャパシタ３１の接続端子３１ｂと第１キ
ャビティ２２ａの導電膜２３は導電性ペースト２０７に対する濡れ性が良く、コア基板２
１が露出した第２キャビティ２２ｂの濡れ性が良くない。したがって、導電材３２を形成
するために第１キャビティ２２ａに充填した導電性ペースト２０７を溶融した際に、その
導電性ペースト２０７は、チップキャパシタ３１の接続端子３１ｂと第１キャビティ２２
ａの導電膜２３の間にとどまって硬化し、第２キャビティ２２ｂとチップキャパシタ３１
の間隙には入り込まない。これにより、キャビティ２２内に導電性ペースト２０７を充填
しても、その導電性ペースト２０７を硬化した導電材３２による短絡（チップキャパシタ
３１の２つの接続端子３１ｂの間の短絡）を防止することができる。
【００４３】
　（４）製造工程において、コア基板２１に第１キャビティ２２ａを形成し、その第１キ
ャビティ２２ａの内側面に導電層２０３を形成する。そして、第１キャビティ２２ａを第
２キャビティ２２ｂにより連通して、チップキャパシタ３１を収容するキャビティ２２を
形成する。これにより、チップキャパシタ３１の接続端子３１ｂに対応する導電膜２３を
有し、チップキャパシタ３１の本体３１ａに対応する第２キャビティ２２ｂに導電膜が形
成されていないキャビティ２２を容易に形成することができる。
【００４４】
　尚、上記各実施形態は、以下の態様で実施してもよい。
　・高熱伝導材として導電材３２を用いたが、他の材料を用いることもできる。例えば、
ポリイミド系樹脂，エポキシ系樹脂，シリコーン系樹脂などの絶縁性樹脂に、熱伝導率の
高い無機材料（例えば、シリカ、アルミナ、窒化ホウ素）のフィラーを混入した樹脂材を
用いることができる。なお、金（Ａｕ），銀（Ａｇ），銅（Ｃｕ），アルミニウム（Ａｌ
），ニッケル（Ｎｉ），クロム（Ｃｒ），コバルト（Ｃｏ）等の金属材料からなるフィラ
ー、金属材料の表面を絶縁材料（例えば樹脂材料）で被覆したフィラーを用いることがで
きる。また、絶縁性の無機材料からなるフィラーを用いることもできる。高熱伝導材の熱
伝導率は、コア基板２１や絶縁層４１，５１に用いられる絶縁材料の熱伝導率より高い。
【００４５】
　なお、キャビティ２２に充填される材料として、処理工程における加熱等において発生
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するガス（アウトガス）が少ないものが好ましく、基板のふくれを防止することができる
。また、導電材３２の材料として、例えばコア基板２１の熱膨張率（CTE：Coefficient o
f Thermal Expansion）に応じて、コア基板２１の熱膨張率に近い熱膨張率の材料を用い
ることが好ましく、体積変化による配線基板１１の反り等を抑制することができる。また
、高温領域で分解し難い材料、耐熱性に優れた材料を用いてもよい。また、応力ストレス
に強い材料を用いてもよい。
【００４６】
　・コア基板２１のキャビティ２２内にチップキャパシタ３１を収容したが、抵抗素子、
インダクタ素子、半導体素子（ＬＳＩ）等の電子部品を搭載するようにしてもよい。
　・キャビティ２２内に、２つの接続端子３１ｂを有するチップキャパシタ３１を収容し
たが、３つ以上の接続端子を有する電子部品を収容してもよい。
【００４７】
　・上記実施形態に対し、スルーホール２５に充填する導電材３３の材料を、第１キャビ
ティ２２ａに充填する導電材の材料と異なるものとしてもよい。また、スルーホール２５
内の導電材３３を、銅めっき等のめっき金属としてもよい。
【００４８】
　・上記実施形態に対し、スルーホール２５内に絶縁性の樹脂を充填してもよい。この場
合、図１（ａ）では、ビア４４，５４を配線層２６，２７に接続する。
　・チップキャパシタ３１の接続端子３１ｂと対向する内側面に導電膜２３が形成され、
接続端子３１ｂの間と対向する内側面に導電膜が形成されていないキャビティであれば、
キャビティの形状は適宜変更可能である。例えば、キャビティの形状を平面視略矩形状に
形成してもよい。
【００４９】
　・図１（ａ）に示した、コア基板２１の上面２１ａ側の配線層及び絶縁層の層数は一例
であり、適宜変更してもよい。同様に、コア基板２１の下面２１ｂ側の配線層及び絶縁層
の層数を適宜変更してもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１１　配線基板
　１２　半導体素子（第２の電子部品）
　２１　コア基板
　２１ａ　上面（第１面）
　２１ｂ　下面（第２面）
　２２　キャビティ（収容孔）
　２２ａ　第１キャビティ（第１収容孔）
　２２ｂ　第２キャビティ（第２収容孔）
　２３　導電膜
　２６　配線層（第１配線層）
　２７　配線層（第２配線層）
　３１　チップキャパシタ（電子部品）
　３１ａ　本体
　３１ｂ　接続端子
　３２　導電材（熱伝導材）
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